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まず、高品質な Si/ß-FeSi~ ヘテロ界面の形成に取り組んだ。 Si (111) 面と配向関係にある βFeSi~(110) / (101) 
面との間には、最大5.5%の格子不整合率が存在する。ここでは、 p+-Si/βFeSi/n+-Siダブルヘテロ構造発光
ダイオード (LED) において、 βFeSi~活性層の膜厚を変化させることで、その発光特性に界面欠陥の及ぼす










を評価した。 SiOiGeo:l緩衝層と βFeSiゾ層の格子不整合率は約0.2%であり、 Si(111) 面上での格子不整合率






















特に、 p-Si/s・FeSVnδiダブルヘテロ構造LEDにおいて、 0・FeSi2膜厚増加とともに発光強度が増し、 1000nm
のときに量子効率が0.12%、発光出力がO.4mWを超えた。この値は、 Si系LEDでは最大の値である。また、
原子状水素援用孔侶E法で成長した0・FeSらでは、キャリア密度を従来よりも 2桁下げることに成功し、1.31μm
の光に対し、 13mNW(量子効率1.2%)を実現した。この値は、 s-FeSi2薄膜の中で最大の値である o s・FeSi2
膜の結晶成長、電気特性および光学特性について明確な説明があり、質問にも的確に回答した。以上の結果
から、 s-FeSi2は新しい赤外発光受光材料として、今後の実用化が大いに期待されるといえる。
平成24年2月13日、数理物質系学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のもと、著者に論文に
ついて説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によって、合格と判定され
た。
上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士(工学)の学位を受けるに十分な資格を有
するものと認める。
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